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Метою роботи є дослідження впливу наноелементів в технологічних 
процесах вимірювань та конструкції напівпровідникових тензодатчиків 
на похибки вимірювань деформації в умовах, коли вісь бази датчика не 
збігається з напрямком головної деформації об'єкта. Експериментальні 
дослідження проведені на датчиках загальної конструкції, розглянутої в 
[1,2]. Датчики виготовлені з використанням іонно-імплантованих 
плівок кремнію на підкладках із напівізолюючого кремнію із шаром SiO2 на 
поверхні. 

Рисунок 1 – Схема розташування тензодатчиків при дослідженні випадку 
розбіжності осі датчика та напрямку головної деформації ε1.

На рис.1 показано напрямок головної деформації ε1 балки та схема 
розташування датчиків на балці. Датчики кріпилися за допомогою клею БФ-2 
та епоксидних клеїв з нанорозмірними домішками. Вісь бази датчика 1 
збігається з напрямком головної деформації ε1, датчик 2 розташований під 
кутом 30° до ε1, датчик 3 - під кутом 45° і датчик 4 - під кутом 90° (збігається з 
головною деформацією ε 2). Усі датчики взято з однієї партії, виготовленої в 
одному технологічному режимі. 

Розрахункові деформації, які були використані для порівняння з 
отриманими експериментально, визначені за формулами, взятими з [3]: 
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де φ – кут між напрямком ε1, та напрямком, для якого розраховується 
деформація. Деформація ε2 розрахована за формулою ε2 = -με1 (де μ-коефіцієнт 
Пуассона).  

Найбільша відмінність εφ від εе спостерігається для φ =30° і становить 
величину 6%, що на рівні похибки експерименту. Результати свідчать про 
незначність поперечної тензочутливості датчиків. Як показано у роботі [4], не 
вся деформація передається від досліджуваного деформованого об'єкта до 
чутливого елемента тензодатчика. Облік зазначеного ефекту може бути 
зроблений за допомогою коефіцієнта передачі, величина якого може бути 
визначена за формулою [3,4]: 
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де , EQGCb = , G – модуль зсуву сполучного, Е – модуль пружності 
чутливого елемента (зразка), Q – площа поперечного перерізу зразка, 
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, 
h – товщина зразка, hс – товщина сполучного, l – довжина зразка. 
Висновок. Експериментально підтверджено практично відсутня 

поперечна тензочутливість тензодатчиків розглянутої конструкції, встановлено 
зниження на 15% часової повзучості при використанні нанодомішок в складі 
сполучного. 
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